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第1章 序論 





















































































Deep Level Transient Spectroscopy（DLTS）に代表されるように，繰り返しのパルス状電圧に対するMOS容量の過
渡応答を測定することで評価可能である．このときの静電容量の応答波形は非常に大きな高調波を含んでおり，
超高次 SNDM による波形の解析が可能であると考えられる．そこで本章では，マクロスコピックな手法である
DLTSにナノスケールの空間分解能を持たせるべく，超高次SNDMに基づいた，先鋭な探針を用いた手法を提案
する．提案手法では，探針試料間にパルス状の繰り返し電圧を印加し，探針試料間容量の応答波形を超高次SNDM
にもとづいて解析し，界面トラップを高い空間分解能で分析する．本論文では提案手法を局所DLTSと呼称する．
実際に，同提案手法をSiO2/SiC界面の分析に適用して得られた結果と，従来の界面トラップ測定手法による評価
結果と比較しながら，提案手法の有効性を定性的にも定量的にも議論した．その結果，従来の手法で得られる面
内平均の情報と矛盾しない結果が得られたのと同時に，これまでに観測例が無いSiO2/SiC界面トラップの面内分
布の可視化に成功した．本提案手法は酸化膜半導体界面の欠陥評価に有効であり，従来からのマクロスコピック
な手法では難しい界面欠陥の空間分布など微視的な情報を直接的に得ることが可能である．この空間分布を得る
ことができるという特長を活かすことにより，今後明らかにできることは多いと期待される．特にSiCでは残留
炭素の影響だけではなく，複数の種類の欠陥が複合的に界面トラップに寄与すると考えられているため，将来的
にはDLTSをはじめとするマクロな計測手法や第一原理計算による界面欠陥構造のシミュレーション結果等と組
み合わせてトラップの構造や種類とそれぞれのトラップごとの空間分布を明らかにできると期待される． 
第7章 結論 
以上のように本論文において超高次SNDMという概念と具体的な分析技術を提案し，超高次SNDMの体系を
確立した．超高次SNDMが非常に多彩な分析手法に展開可能であることが分かった．ここで論じた各種分析技術
はまだ超高次SNDMの一部であると考えられる．今後多くの実用的な分析技術が提案され，さらには様々な物理
量の空間分布の分析に展開できる点を強みとして他の分析手法やシミュレーション等と組み合わせた展開が期待
される． 
